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AlN はその物性値より、深紫外発光デバイスの基板材料として注目されており、AlN 基板上に

深紫外 LD を作製することにより、卓上レーザー加工機や医療用途等の新分野での応用が期待さ

れている。今後の高効率な AlGaN系深紫外線 LDの開発には、転位密度が低い高品質な AlN基

板の作製が課題となっている。一方で、AlN基板の価格は未だに高く、低価格な高品質 AlNテン

プレートの開発も重要な研究課題である。我々は AlNテンプレート上にストライプ上に貫通転位

のない部分を形成し、その上に LD 構造を作製することを目標とし、様々な条件で選択横方向成

長（ELO）を行ってきた[1]。本研究では、サファイアのオフ角の異なる基板を用いて ELOを行い、

ELO-AlNのオフ角依存性について調査したので報告する。 

微傾斜 c 面サファイア基板上に有機金属化合物気相成長（MOVPE）法によって AlN を成長し

た。その後、図 1 (b) に示すように Niエッチング耐性マスクと ICP-RIEにより AlNの m軸平行に

ストライプ形状を有した AlNの加工基板を作製した。このテンプレート上にMOVPE法により図

1 (a) のモデルに示す AlNの ELO成長を行い、結晶性の評価を行った。その結果、ELO-AlNの鳥

瞰 SEM像観察より、図 2 (a) の様に完全にコアレスしていることが分かった。この ELOテンプレ

ートの転位密度を化学エッチングにより評価した結果、図 2 (b) に示す通り、転位の低密度領域、

高密度領域がストライプ状に分布していることが分った。この転位密度の濃淡の原因を調べるた

めに断面 TEM観察を行った（図 2 (c)）。断面 TEM像より、AlNは隣接する AlNをオーバーグロ

ースするように成長することで低密度領域が形成されたと推測された。この成長モードは、下地

サファイアのオフ角に起因していると考えられる。 
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図 1 (a) ELO-AlNの成長モデル、   

(b) ストライプ方位の模式図 
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図 2 (a) 再成長後の鳥瞰 SEM像、(b) 化学エッチング後の

表面 SEM像、(c) 断面 TEM像 
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